Fisica del Estado Sé6lido (4° curso del Grado en Fisica) Febrero de 2017

Puede usar: calculadora no programable; libro de férmulas y tablas matematicas (sin anotaciones ni
anadidos).

Cada pregunta se puntia hasta 2,5 puntos. Es necesario aprobar cuestiones y problemas por separado. La
evaluaciéon del examen es global.

Cuestiones: conteste razonadamente, ajustdndose a las preguntas y explicando lo que haga.

Problemas: debe resolverlos, no decir sélo céomo se podrian resolver, ni poner la solucién, sino que hay
que resolverlos realmente, explicar con claridad los pasos y discutir los resultados.

Recuerde definir todas las variables que use y explicar aproximaciones, notacién y féormulas.

No haga numeros hasta haber obtenido una expresion algebraica (estime entonces en 6rdenes de magnitud).

CUESTIONES

C1.- (a) Explique en detalle el concepto de densidad de estados y su origen.
(b) Explique qué sucede cuando se encuentran singularidades en la densidad de estados.

C2.- (a) Demuestre el teorema de Bloch.
(b) Explique sus consecuencias més importantes

PROBLEMAS

P1.- (a) Calcule el factor de estructura correspondiente a una red cibica tipo blenda de zinc, con dos
tipos de atomos A y B. Tomense f, y fg como los factores atémicos de forma de los atomos A y B,
respectivamente.

(b) Estudie las extinciones sistematicas que se producen. Para ello, considere el factor de estructura en
cuatro posibles casos: todos los indices pares, todos los indices impares, dos indices pares y uno impar, dos
indices impares y uno par.

(c) Estudie el caso f4 = fp y la intensidad difractada en funcién de los distintos valores que puede tomar
la suma A + k + [.

P2.- Para calcular el valor de £/, de un semiconductor intrinseco se utilizan los valores experimentales de
n;(T). La razon para ello se basa en que, como es sabido, la concentraciéon de portadores de carga en un
semiconductor intrinseco viene dada por

ni(T) = /Ne(T) P, (T) e Fo/?5T,
que se puede reescribir como
ny(T) o cte T*? e~ Fa/2ksT

(a) Sabiendo los valores tipicos de F, de un semiconductor, represente la dependencia de Inn; con 1/T
(debe ser una recta, argumente el porqué).

(b) Escriba la expresion de la pendiente de dicha recta.

(c) Justifique lo que antes se ha expuesto, esto es, que el valor de /, de un semiconductor intrinseco puede
calcularse a partir de los valores experimentales de n;(T).

Datos: i = 6,63 10734 J 5, m,, = 1,67 10727 kg, m. = 9,11 1073 kg, Ro, = 109737 cm~!, e = 1,6 10719 C,
Ng = 60,2102 mol™!, kg =138 1072 JK=', 1eV=1,610"1J, pup—=-eh/(2m.) =9,2710"2*J T
c=3100ms™", a, = 4reh?/me? ~ 0,52 A, 1/(4me,) =9 10° m® kg 572 C2, A\ = b/ (mec) = 0,024 A.



